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Wyniki w skrocie

Testowanie uktadéw mikroelektronicznych w
wysokiej temperaturze

Dzieki ciggtym ulepszeniom technologii wytwarzania pétprzewodnikdw mozna
obecnie wdrazac uktady mikroelektroniczne w uktadach krytycznych stosowanych w
przemysle motoryzacyjnym i lotniczym. Aby zapewnic integralno$¢ i niezawodnosé
tych uktadow, partnerzy projektu ATHIS podijeli sie wykonania testéw w
rzeczywistych warunkach roboczych.

Ty

TECHNOLOGIE

PRZEMYSLOWE

Technologia SOI (krzem na izolatorze) zostata
uznana za optacalne rozwigzanie przy
wymianie konwencjonalnych substratow
krzemowych (Si) w produkcji uktadow CMOS
(komplementarne uktady pdtprzewodnikowe
wykonane w technice metal-tlenek).
Technologia SOI zapewnia réwniez izolacje

: dielektryczng oraz znaczng redukcje pradu

© Shutterstock uptywu, dzigki czemu zostata uznana za
preferowang metode w projektowaniu
roznorodnych uktaddw elektronicznych.

Najwazniejszym celem projektu ATHIS byto zapewnienie niezawodnosci dziatania
tranzystoréw CMOS budowanych na podstawie tej technologii w warunkach
przemystowych, ktére wykluczajg zastosowanie konwencjonalnych technologii
potprzewodnikdw. Partnerzy projektu z Université catholique de Louvain w Belgii
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testowali tranzystory LDMOS (potprzewodniki z poprzecznym rozproszeniem
wykonane w technice metal-tlenek) w Srodowiskach o wysokiej temperaturze, ktére
sg typowe dla wspodtczesnych silnikdw.

Aby wspomaoc uzyskanie wynikow pochodzacych z symulacji przeprowadzonych za
pomoca urzadzen numerycznych, wyprodukowano tranzystor LDMOS, ktorego
struktura osadzona zostata na niezwykle cienkich warstwach SOI o grubosci
nieprzekraczajacej 80nm. Jest to pierwsze badanie jakosciowe zjawiska fizycznego,
ktére wptywa negatywnie na charakterystyki wyjsciowe tranzystoréw LDMOS na
ultracienkich warstwach SOI. W rzeczywistos$ci przy niskich i wysokich napieciach
przedniej bramki mozna zaobserwowac rozne niepozadane efekty (odpowiednio
efekt zatamania lub quasi-saturaciji).

Wyniki dwuwymiarowych (2D) symulacji numerycznych na platformie ATLAS Silvaco
wyraznie wykazaty, ze nalezy uwzglednic¢ oba te efekty, co umozliwi niwelacje napiec
przebicia. Na podstawie dostepnych wynikdéw symulaciji i dodwiadczen okreslono
wartosci optymalne parametréw geometrycznych, takich jak dtugos$c¢ i
domieszkowanie obszaru dryfu oraz dtugo$¢ ptyty obszaru. W celu dalszej poprawy
wydajnoéci tranzystoréw LDMOS podejmowane sg proby uzyskania dodatkowych
kompromisoéw zwigzanych z ich charakterystykami.

Informacje na temat projektu
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Ten projekt zostat przedstawiony w...
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